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{54) Vorrichtung zur Gasphasenbearbeitung von scheibenférmigen Werkstiicken

(55) Reinigung, Bearbeitungsraum, Rezipient, Gasphasenbearbeitung, Atzgas, Prozefigas, Spiilgas, Halbleitertechnik
(67) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Gasphasenbearbeitung von scheibenformigen Werkstiicken und dient
der Reinigung des Bearbeitungsraumes (Rezipient) bzw. der Vermeidung von Abscheidungen an
Rezipientenbauteilen, die nicht zur Beschichtung vorgesehen sind. ErfindungsgemaR wird zum Zwecke der
Vermeidung von Abscheidungen an den Rezipienteninnenteilen ein zweites inneres Wandsystem, das gasdurchlassig
ist, vorgesehen, das mit einem definiert gefiihrten Spiilgasstrom beaufschlagt wird.
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Patentanspruch:

1. Vorrichtung zur Gasphasenbearbeitung von scheibenférmigen Werkstiicken, bestehend aus einem
Kaltwandreaktor, gekennzelchnet dadurch, daB der Innenraum dieses Reaktors mit einem
gasdurchléssigen zweiten Wandsystem (8), das in einem bestimmten Abstand zu dem
wassergekiihlten &uReren ersten Wandsystem (1) angeordnet ist, ausgekleidet ist und sich diese
Auskleidung tiberall dort befindet, wo die Reaktorteile nicht zur Chargierung oder zur
Plasmaerzeugung in einem unverkleideten Zustand benétigt werden und daR dort, wo Teilfldchen
des gasdurchldssigen zweiten Wandsystems (8) unter einem anderen Winke: cls 0° bzw. 180°
zusammenstofRen, Absaugkanéle (10) angeordnet sind, die mit einer von de - ProzeRgasabsaugung
getrennten bzw. getrennt regelbaren Absaugung verbunden sind, und da saparate
Gaszufiihrungsleitungen (9) fiir ein Splilgas die Rdume zwischen der §uReren ersten
Reaktorwand (1) und der gasdurchléssigen zweiten Reaktorwand (8) mit einer Gasversorgung
verbinden.

2, Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daB das gasdurchléssige zweite
Wandsystem (8) eine Vielzahl feiner Bohrungen aufweist, die mit ihren Austritts6ffnungen auf die
zu den den jeweiligen Teilflichen des gasdurchlédssigen zweiten Wandsystems zugeordneten
Absaugkanélen (10) hin gerichtet sind. '

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR das gasdurchléssige zweite
Waridsystem (8) aus gesintertem, porésem, gasdurchléssigem Material in der Art einer Fritte
besteht.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Gasphasenbearbeitung von scheib anférmigen Werkstiicken. Insbesondere dient sie
der Standzeiterh8hung von Reaktorbaugruppen bei der Beurbeitung von Halbleitersubstraten in abgeschlossenen
Reaktionsrdumen mit reaktiven Medien.

Charakteristik der bekannten technischen Lsungen

Es ist ein wesentliches Ziel, Reaktoren zur Gasphasenbearbeitung scheibenfér, riger Substrate, insbesondere Reaktoren zur
chemischen Abscheidung, aus der Dampfphase (CVD) oder zum plasmachemischen Atzen so aufzubauen, dal die Bedingungen
2ur Erzielung des Bearbeitungseffektes (z.B. Tamperatur, Verteilung des Reaktionsgases, Abgasfiihrung,
Plasmadichteverteilung) méglich:t nur an der zu bearbeitenden Substratoberfliche gegeben sind und im {ibrigen die
Innenwinde des Reaktorraumes vom Bearbeitungseffekt (Schichtabscheidung, Atzung) oder von Begleiterscheinungen des
Bearbeitungseffektes (z.B. Ablagerung von Reaktionsnebenprodukten) verschont bleiben.

Dieses Ziel ist mit gebrauchlichen Reaktorkonstruktionen nicht optimal zu erreichen. Bekannte Lasungen, wie
Substraterwirmung durch Strahlungsheizung, kurze Gasfiihrungswege im Reaktor, lokale Plasmaerzeugung sind notwendige
Teilschritte zur Lésung dieses Problems. Endliche Gradienten der Verteilungsfunktionen der Reaktionsbedingungen im Reaktor
fihren immer zu parasitidren Bearbeitungseffekten auBerhalb der Substratzone.

Die Abscheidung von Reaktionsnebenprodukten ist oft gerade an Bedingungen gebunden, die von denen fiir die Erzislurg des
gewiinschten Bearbeitungseffektes abweichen. Solche liegen im allgemeinen an den Reaktorwinden vor,

Ziel der Erfindung

L]
Ziel der Erfindung ist es, scheibenférmige Substratd in hoher Qualitit zu bearbeiten und den Reinigungsaufwand des zur
Gasphasenbearbeitung notwendigen Reaktors zu senken.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Gasphasenbearbeitung von scheibenfdrmigen Werkstiicken zu
schaffen, die eine erhebliche Erhdhung der Standzeit von Reaktoren zwischen zwei Reinigungsschritten, die Senkung der
Partikelgeneration wihrend der Gasphasenbearbeitung sowie eine Minimlerung der Einwirkung von Rekationsnebenprodukten
erméglicht.
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ErfindungsgemiB wird diese Aufgabe dadurch geldst, daR der Innenraum eines Reaktors zur Gasphasenbearbeitung
scheibenf8rmiger Substrate mit einem gasdurchidssigen zweiten Wandsystem, das in einem bestimmten Abstand zu den
#uBeren Reaktorwlinden angeordnet ist, ausgekleidet ist. Diese Auskleldung befindet sich iiberall dort wo die Reaktorteile nicht
fir die Substrataufnahme, die ProzeRgaszu- und -abfithrung, zur Charglerung oder zur Plasmaerzeugung in einem
unverkleideten Zustand benétigt werden, Dort, wo Teilflichen des gasdurchléssigen zweiten Wandsystems unter einem anderen
Winkel als 0° bzw, 180° zusammenstoRen, befinden sich Absaugkanéle, die mit einer von der ProzeRgasabsaugung getrennten
bzw. getrennt regelbarer: Absaugung verbunden sind. Separate Gaszufihrungsleitungen fiir ein Spiilgas verbinden die Riume
2wischen der #uBeren Reaktorwand und der gasdurchldssigen zweiten Raaktorwand mit einer Gasversorgung.

In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die gasdurchidissige zweite Reaktorwand eine Vielzah! feiner Bohrungen auf, die mit
ihren AustrittsSffnungen auf die 2u den jeweiligen Teilftachen der gasdurchlissigen zweiten Reaktorwand zugeordneten
Absaugkanélen hin gerichtet sind. In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung besteht die gasdurchldssige zweite
Reaktorwand aus gesintertem, porésem, gasdurchliissigem Material in Art einer Fritte, Wird durch die Gaszufiihrungsleitungen
ein inertes Spillgas in die Réume zwischen &uBierer Reaktorwand und der gasdurchléssigan zweiten Reaktorwand eingelassen,
strémt es durch eben diese Wand - vorzugsweise an der Wand entlang, gerichtet zu den zugehbrigen Absaugkanilen — in den
Reaktor und wird Uber die Absaugkaniile wieder aus den Reaktor entfernt,

Durch das auf diese Weise erzielte Gaspolster darinneren Reaktorwand werden parasitire Wandeffekte wie Abscheidungen
oder Atzangriffe verhindert, wodurch die Standzeit zwischen zwei Reinigungszykien wesentlich verléngert wird,

Der wiihrend einer langen Zeit sauberbleibende Reaktor bewirkt eine hochqualitative Substratbearbeitung, die sich z.B. In einer
weitgshenden Partikelfreiheitund einer Verminderung der Ablagerung von Reaktionsnebenprodukten auf dem Substrat §uGert,
Ein weiterer Vortell der Erfindung besteht darin, da® bei Reinigungsarbeiten nur die gasdurchlissige zweite Reaktorwand, die
nur mediendicht im urspriinglichen Reaktor angeordnet ist, ausgewechselt werden muB und nicht der eigentliche Reaktor, der
im allgemeinen uin Vakuumbehéiter ist, zum Zwecke der Reinigung in seine Einzelteile zerlegt werden muB.

Vorteilhaft ist weiter das Vorhandensein einer zweiten, von der ProzeBgasabsaugung riumlich und funktionell getrennten
Absaugung. Durch Einstellung dee Verhiltnisses der Absaugstiirken beider Absaugungen kann die ProzeBgasfithrung im
Reaktor so besinflut werden, daR eine Konzentration und rumliche Homogenisierung derselben im Substratbereich erzielt
werden kann.

Ausfihrungsbaelsplel

Die Erfindung wird anhand eines Ausfiihrungsbeispieles und einer Zeichnung niher erldutert.

Die zugshérige Zeichnung zeigt den Schnitt durch eine erfindungsgemaRe Vorrichtung.

Die Vorrichtung zur Gasphasenbearbsitung von scheibenférmigen Warkstiicken besteht aus sinem wassergekihiten duBeren
arsten Wandsystem 1, das fir die Beschickungszwecke in ein Oberteil 1.1. und ein Unterteil 1.2, rufgeteilt ist als seitliche

Gaszufuhr und der Abgasabsaugung dient, Sie ist in den HF-Isolator 3 eingebettet,

Den unteren Abschlu® des Reaktionsraumes bildet das Strahlungsfenster 4, das die Strahlungshelzung 5 vakuummiRig vom
Reaktionsraum trennt,

Das scheibenférmige Substrat 6 befindet sich auf der Substratauflage 7, welche gleichzeitig die Masseelektrode darstelilt, Das
gasdurchlissige zweite Wandsystem 8 mit seinem Oberteil 8.1. und seinem Unterteil 8.2, ist abstandswaeise 2u dem duBaren
ersten Wandsystem 1 angeordnet und schirmt diese vollstindig ab.

Die Spiilgaszufiihrungen 9 und die Spiilgasabsaugung 10, dis als sin Ringspalt ausgebildet ist und dort angeordnet ist, wo das
gasdurchlissige zweite Wandsystem 8 einen Winkel von 90° bildet, dienen der Erzeugung eines Gaspolsters auf der Innenwand
des gasdurchldssigen zwsiten Wandsystems 8, Dieses Polster verhindert parasitdre Abscheidungen oder Bearbeitungseffekte
an den Reaktorwinden, reduziert den Partikelbefall des Substrates und erhéht die Standzeit des Reaktors zwischen zwei
Reinigungszyklen,
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